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背景研究の目的

結論 参考文献

考察

ＩＶ特性の温度・照度依存性に直
列抵抗が及ぼす影響

・最近重要性を増している、結晶シリコン太陽
電池IV特性の温度特性高精度評価技術・補
正技術を開発する。

・出力電圧、直列抵抗Rs、n値等、温度係数TC
に影響する要素を明らかにして定量化する。

・太陽電池の設置稼動量が増加するにつれて、屋外の様々な温度条件
で動作する太陽電池の性能を正確に評価するニーズが高まっている。

・ヘテロ接合、裏面電極、PERC等の新構造は、いずれも温度係数が小

さく高温動作時の性能低下が少ないメリットがある。この点でも温度係
数の高精度な評価が重要である。

結晶シリコン太陽電池のＴＣは型式にかかわらずほぼ同一の関係式に従う。しかし、Rs=0の式が合う理由が不明であった* 。
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measured TC
measured TC (HIT)

measured TC

〇Sharp multi c-Si
NE-132AR_1 (NE-132AR)

〇Sharp single c-Si
SCSI002 (NT-84L5H)

〇KIS single c-Si
N16D02 (GT85F)

〇Kyocera multi c-Si
N15B05 (KJ210P-3DD4CG)

〇Mitsubishi single c-Si
N15A01 (PV-MA1820LW-1)

〇Mitsubishi PERC
N17F01 (PV-MA1950MW)

〇Sunpower BSC
N16C03 (SPR-250NE-WHT-J)

〇Panasonic HIT
HIP (HIP-210NKH5)

〇Panasonic HIT
K16E03 (VBHN250WJ01)

各種市販モジュールのTC実測値・仕様（Voc）

Rs等のパラメータに電圧依存性を仮定すると実測値に合う（シミュレーション結果）
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実測0.1～0.3 /モジュール、 2～5 m /セル
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セル全体の Rsが電圧依存性を示す要因例

シミュレーション例：セル内電位の分布

・結晶シリコン太陽電池のIV特性全体に応用できる温度依存を考慮
したＴＣ式がセル、モジュールともに適用できることを確認できた（
高精度）。STC補正としてIECに提案中。

・Rs ≠ 0のデバイスでも成立（汎用性）。Rsの電圧依存。

・セル内の面内不均一性（電位、Rs等）を考慮すると、セル全体とし
てのRsの電圧依存、温度特性、照度特性共に実験結果を説明でき
る。セル内電位の分布等が要因（ただし他の要素も有り得る）。

・（応用）IV温度照度補正、シミュレーション高精度化
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*セル全体のRsの値は2照度法で求めた値で定義
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TCcell : 電圧温度係数／セル
V1, v1 : 電圧, 電圧／セル
n : ダイオード理想係数
Eg : バンドギャップ
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